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(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 

(43)申请公布日 

(21)申请号 201910335562.4

(22)申请日 2019.04.24

(71)申请人 中山大学

地址 510006 广东省广州市番禺区大学城

外环东路132号中山大学纳米楼

(72)发明人 陈梓敏　王钢　陈伟驱　

(74)专利代理机构 广州圣理华知识产权代理有

限公司 44302

代理人 顿海舟　胡小英

(51)Int.Cl.

H01L 29/04(2006.01)

H01L 29/24(2006.01)

H01L 21/02(2006.01)

 

(54)发明名称

氧化镓半导体及其制备方法

(57)摘要

本发明提供了一种能够在硅衬底上实现高

质量氧化镓半导体薄膜的叠层结构及相应的制

备方法。该叠层结构由硅衬底、氮化物插入层、氧

化镓半导体层依次叠加而成。所述硅衬底为具有

<111>晶向的硅衬底；所述氮化物插入层为氮化

铝、氮化镓、氮化铟中的一种或多种形成的合金，

晶体结构为六方纤锌矿结构；所述氧化镓半导体

层为具有六方对称性的ε相或α相氧化镓，厚度

不超过100μm。通过氮化物插入层，防止硅衬底

表面形成非晶氧化硅层，有效改善上层氧化镓的

结晶质量，实现高质量的硅衬底氧化镓异质外

延。
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(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 

(43)申请公布日 

(21)申请号 202010382774.0

(22)申请日 2020.05.08

(71)申请人 中山大学

地址 510275 广东省广州市海珠区新港西

路135号中山大学

(72)发明人 卢星　王钢　陈梓敏　

(74)专利代理机构 广州海心联合专利代理事务

所(普通合伙) 44295

代理人 黄为　冼俊鹏

(51)Int.Cl.

H01L 27/20(2006.01)

H01L 29/24(2006.01)

 

(54)发明名称

一种基于氧化镓的集成器件

(57)摘要

本发明公开了一种基于氧化镓的集成器件，

涉及半导体集成领域。针对现有技术中没有基于

氧化镓材料的单一芯片同时集成压电谐振器和

晶体管的技术空缺而提出本方案。包括并列设置

的压电谐振器区和晶体管区；晶体管区和压电谐

振器区分设在同一氧化镓层的两侧，氧化镓层在

压电谐振器区设有电极对，电极对与氧化镓层电

性连接，电极对中的任一电极与晶体管区中的源

极电性连接。优点在于，通过采用氧化镓半导体，

在一块芯片上同时制得晶体管和压电谐振器，实

现射频前端中的射频信号放大电路和射频滤波

器的单片集成化技术基础，具有高性能、低损耗、

高可靠性、体积小和成本低的优点。尤其适用于

射频技术的前端设备。
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(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 

(43)申请公布日 

(21)申请号 202010382773.6

(22)申请日 2020.05.08

(71)申请人 中山大学

地址 510275 广东省广州市海珠区新港西

路135号中山大学

(72)发明人 卢星　王钢　陈梓敏　

(74)专利代理机构 广州海心联合专利代理事务

所(普通合伙) 44295

代理人 黄为　冼俊鹏

(51)Int.Cl.

H03H 9/17(2006.01)

H03H 3/02(2006.01)

 

(54)发明名称

一种基于氧化镓薄膜的压电谐振器及其制

备方法

(57)摘要

本发明公开了一种基于氧化镓薄膜的压电

谐振器及其制备方法，涉及半导体技术。针对现

有技术中机电耦合系数不高的问题提出本方案，

包括中部镂空的衬底，以及固定设置在衬底上的

压电薄膜，所述压电薄膜在衬底镂空的对应位置

设有电极对，所述电极对与所述压电薄膜电性连

接，所述的压电薄膜采用氧化镓材料制成。优点

在于，利用了氧化镓极强的压电特性，可保证压

电谐振器具有很高的机电耦合系数。进一步，采

用ε相氧化镓单晶膜，不仅可以避免由晶界和缺

陷带来的能量吸收，降低损耗，而且可以大幅度

提高器件稳定性。此外，本发明的薄膜压电谐振

器结构简单，加工重复性好，有利于工业化生产。
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(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 

(43)申请公布日 

(21)申请号 202010700124.6

(22)申请日 2020.07.20

(71)申请人 中山大学

地址 510275 广东省广州市海珠区新港西

路135号中山大学

(72)发明人 陈梓敏　卢星　王钢　

(74)专利代理机构 广州海心联合专利代理事务

所(普通合伙) 44295

代理人 黄为　冼俊鹏

(51)Int.Cl.

H01L 41/18(2006.01)

 

(54)发明名称

氧化镓在压电材料上的应用及压电薄膜、压

电器件

(57)摘要

本发明公开了氧化镓在压电材料上的应用

及压电薄膜、压电器件，涉及压电材料技术。针对

现有技术在压电材料选择中对压电系数的技术

偏见提出本方案，ε相氧化镓在压电材料上的应

用。压电薄膜由ε相氧化镓制成。应用ε相氧化

镓的压电器件。优点在于，相对介电常数仅有εr

＝3.6，可以保证外部输入的交流电信号高效的

转化为机械振动能，这就弥补了ε相氧化镓在压

电系数方面的不足。而且由于ε相氧化镓具有超

宽禁带，绝缘性好，可以避免了压电器件工作过

程中由于漏电流导致的热损耗，提升压电器件的

能量转换效率。ε相氧化镓是一种适用于制备高

性能压电器件的新型半导体材料。
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